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MOS-FET transistor (Metal-Oxide-
Semiconductor-Field-Effect-Transistor)

« Gerdur ar ,,lengju* halfleidandi efnis med mjorri leidandi
ras sem er undir styriskauti likt og i J-FET. Munurinn er sa
a0 styriskautid er algerlega einangrad fra leidnirasinni med
kisiloxid (S10,) pynnu. Pessu er komid fyrir i pettu hylki.

 MOSFET bola ekki mikla gate-spennu Usq sjaldan meira
en 20V og eru mjog viokvaemir fyrir stodurafmagni, verda
a0 medhondlast 1 samrami vid pad.

e Gerdir ur Si - kisil.

» Steerd straumsins I milli D og S fer adallega eftir
styrispennu U ¢

Tvear gerdir eru til: Sjalfleidandi (Depletion) D-MOSFET
Sjalflokandi (Enhancement) E-MOSFET
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Sjalfleioandi (Depletion) D-MOSFET

* Hefur mjog svipada eiginleika og J-FET.

» Kallast "sjalfleidandi" pvi peir leida best ef styrispennan
Ugs = 0, pa le1dir transistorinn hamarksstrauminn I,
bakspennt U;q minnkar strauminn, vid akvedna spennu
Ugs.orr pa haettir straumurinn alveg og I, = 0.

 Styristraumurinn er hverfandi litill eda enginn, I ~ 0

« D-MOSFET bola tiltekid afl Prop (algengastir eru
smatransistorar fra ca. 50mW upp i ca. 500-1000mW, en
b6 eru til "POWER-D-MOSFET" sem pola nokkur wott ).

« Notadir i smaspennurasir, hationi og lagtidni magnara,
rokrasir og styringar.
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Sjalflokandi (Enhancement) E-MOSFET

» Leidir ekki nema fa styrispennu Ugg 1,
o Styristraumurinn er hverfandi litill eda enginn, I ~ 0

 DPola tiltekna spennu Upg (hagt ad fa transistora med Upg
fra 20V upp i ca. 1500V ?77)

 Dbola ekki mikla gate-spennu Ug sjaldan meira en 20V og
eru mjog viokvaemir fyrir stodurafmagni, verda ad
medhondlast 1 samraemi vid pad.

» Dbola tiltekinn hamarksstraum I ;4% (legst um SOmA og
upp i nokkur hundrud A eftir gerd)
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Merkid vid rétt svor

eru eingongu til sjalfleidandi

eru eingongu til sjalflokandi

eru til baedi sjalflokandi og sjalfleidandi
eru mjog vidkvaemir fyrir stodurafmagni
bola stédurafmang mjog vel

hafa algerlega einangrad styriskaut

bola mjog litinn ID straum

bola upp i nokkur hundrud amper ID straum

MOSFETAR

Mosfetar. ..
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MOSFET-ar eru viokvaemir

MOSFETSs eru vidkvamir.

Stafar af mjog punnu lagi af Si0, milli skauta (lappa) og stofn-efna N/P 16g.
Litil statisk hledsla getur valdid tjoni.

Vorn:

» Alltaf ad nota antistatic poka

 Alltaf vera med “static strap” pegar MOSFETS-ar er handfjatladir

 Setja spennutakmarkara milli Gate og Source, eins og bak i bak Zener diodur til
a0 takmarka ad spennu spakkar skemmi
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D-MOSFET takn
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Depletion Mode MOSFET samsetning
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* Drain (D) og Source (S) eru tengdir i n-doped efni
« Dbetta N-doped svaedi eru tengd saman med n-ras (n-channel)

 Dbessi n-ras er tengd i Gate (G) i gegnum punnt einangrunar lag af Si0, gerd

« N-dopada efnid liggur vid p-dopad grunnefni. 7
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Pario saman heiti og takn

D MOSFET B D MOSFET N ras

Matching Pairs
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D-MOSFET Depletion Mode virkni

D-MOSFET er hagt ad forspenna

(bias) til ad virka 1 tveimur modum:

Depletion mode eda Enhancement mode

A, (mA) Al
: L ——— Vie=+1V
Depletion 10.9 GS
mode Enhancement
§ e ————— Ipss Vas=0¥
Ves=-1V
e —— Tpss
2 Vs =-2 V
SR, 4 Ipss Vog =12 ==3V
" _4V
L 1 1| | . — .
-6 -5 -4 -3 u?.\~| 0 | Ves 7z Vs
Vp r 03V, LSl

Eigineikarnir eru svipadir og i JFET
[ Depletion Mode virkni:

bPegar Ugs = 0V, Ip = Ibss
Pegar Ucs <0V, Ip < Ibss
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Enhancement Mode virkni
Transistor vinnur pegar U > 0V,
og I eykst meira en Igq

Pegar UGS >0V, ID > IDSS
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p-Channel Depletion Mode MOSFET

f f”lflt‘l.e'\} ' f”,“]'l.-""h]

55

(b) (c)

P-channel Depletion mode MOSFET er svipadur n-channel
nema spennur, polun og straumstefnur sniaast vio.
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A) Skrifid inn 4 myndina hvada FET & petta graf.
B) Merkid inn & grafid hvar FET-inn virkar sjalfleidandi (depletion mode)
C) Merkid inn & grafid hvar FET-inn virkar sjalflokandi (enhancement mode)

Al,(mA) Al

Lesson: MOSFETAR




Enhancement Mode
MOSFET
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Enhancement Mode MOSFET n-channel

Si0;
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* Drain (D) og Source (S) tengjast n-dopudum svaedum

» DPessi n-dopudu svaoi tengjast ekki med n-ras (n-channel) an auka spennu
« (Gate (Q) tengist p-dopudu efni i gegnum punnt einangrunar lag af S10,

* N-dopada efnid liggur 4 p-dopudu grunneini.
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E-MOSFET takn

Hvatfeti
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Pario takn og heiti

g

Matching Pairs
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Grunn virkni E MOSFET n-type

Enhancement MOSFET vinna eingongu i enhancement mode.

A1, (mA) A (mA)

10 - 10 Vos=+8V

91 9

Y 5

T T Il'i;_q,; =+ V

6 b

T 3 Vgs=+0V

4+ 4

3+ X

Vos=+5V
2 - 2
I = 1 Vec=+4V
| I | 1. t 1 - ' . i : : if:'i - +3‘ 1‘ L
of 1 1; 3 43 &7 8 w, O : 15 20 25 \ Vs
' Vos=Vr=21V

Uas er alltaf pluas

Ipss = (0 when Ugs < Ut

Pegar Uas vex yhir UT, eykst Ip

Ef Uacs er haldid fostum og Ubs er aukin, pa fer Ip 1 mettun/saturate (Ipss)

Mettun er vi0 UbDsSsat
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Grafio tyrir E Mostet n-channel

AT, (mA) A1, (mA)
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0 - )
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B ) Vs = 46 V
4 - 4
3= 3 Vig=+5V
3 2
1 = 1 Vos=+4V
| T St T e et L , 1 : = Vs =43V
of 1 5; 3 4 5 6 7 8 v, O : 10 15 20 25 \ Vi
Vos=Vr=2V
I, =K (Ug ~Ugsi))
Til a0 finna Ip utfra gefnum Ugs, par B B )
sem Ut = proskuldsspenna sem parf Par sem K erfundid vid
til ad kveikja a mosfetnum . ]
S 2 D(on)
k = fundid a data blodum. K = -
Uss] U
( GS Sunddi & vi b [0 on) GS (th)

14

Lesson: MOSFETAR 20023  /Jnearpod




P-Channel Enhancement Mode MOSFET

P-channel Enhancement mode MOSFET er sambarilegur n-channel
nema spennu, polun og straumstetnu er snuid vi0.

A1 (mA) Al (mA)
—1 8 os==0V
=
— 6
o
Vos =5V
— 4
n 5% —13
— 2 Vos=—4V
i Vos=—3V
L1 I | - v -
-6 -5 -4 -3 =2 -] 0 . Voo
.|.-'} LR ]‘_.} ¢S 'I-f} =2V (5]
(a) (b) (c)
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| D MOSFET P ras BJT PNP |

Matching Pairs
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